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2. Dynamic model of physical processes in the field transistors with the Shcottky gate submicron sizes

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню фізичних процесів, що відбуваються в напівпровідникових
структурах субмікронних розмірів, зокрема, у польових транзисторах із затвором Шоттки. У роботі
розроблена математична модель, яка включає чисельний розв'язок методом великих частинок рівняння
Больцмана, Пуассона та теплопровідності з відповідними граничними умовами. Для більш точного опису
процесів в приконтактних областях вона доповнена моделями контактів метал-напівпровідник (омічним та
бар'єром Шоттки). Проведено апробацію моделі, показана адекватність опису процесів, що відбуваються в
приладах субмікронних розмірів. За допомогою створеної моделі проведено цикл чисельних експериментів,
присвячених дослідженням динамічних характеристик GaAs та впливу різних режимних та конструктивних
параметрів на характеристики польових транзисторів із затвором Шоттки.

2. The thesis is devoted to the numeral research of physical processes of charge transfer in the semiconductor
structures and in the field transistors with Shcottky gate by submicron sizes. The mathematical model which



involves numerical solution of the Bolcman equation by the method of the large particles and equations of the
Poisson and termoconductivity with corresponding border conditions is created. For more exact description of the
processes in the under contact area the general model is complemented by the models of contact metal-
semiconductor. The adequacy of the description of the processes, which occur in submicrons sizes devices, is
showed. The cycle of numeral experiments devoted to researches of dynamic characteristics of GaAs and
influences of different regime and constructive parameters on Shcottky transistor characteristics is carried out
with the help of the created model.
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